
   
Новый эффект нерадиационной рекомбинации экситона на дислокациях: теория, 

моделирование и экспериментальное исследование подвижности экситонов  в 

полупроводниковых материалах. 
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Обнаружен новый эффект нерадиационной рекомбинации экситона на дислокациях, 

построены теория этого взаимодействия, проведено стохастическое моделирование и 

экспериментальное исследование совместно с физиками из Института твердотельной 

электроники им. П. Друде  (PDI, Berlin) дрифта, диффузии и рекомбинации экситонов в 

пьезоэлектрическом поле, порождаемом упругими напряжениями вокруг проникающих 

дислокаций. Оказалось, в отличие от общепринятой теории, что контраст интенсивности 

катодолюминесценции (CL) слабо зависит от диффузии экситонов, но контраст энергии CL 

очень чувствителен к длине диффузии и, следовательно, позволяет определять ее 

экспериментально. Новая теория впервые позволила корректно определять подвижность 

экситонов и их длину диффузии в полупроводниках, что открывает новые возможности для 

создания наноразмерной элементной базы для нужд фотоники и оптоэлектроники.  

 

Рис. 1. Карта интенсивности катодолюминесценции и распределение энергии запрещенной 

зоны вокруг дислокаций в полупроводнике из нитрида галлия [2,3]. 
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